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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ  
НА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА  
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Современные квантовые компьютерные технологии, в том числе квантовая криптография, требуют но-

вых материалов для изготовления источников одиночных фотонов (ИОФ) [1]. Недавно сообщалось, что неко-
торые точечные дефекты в гексагональном нитриде бора (hBN) могут служить ИОФ, работающими при ком-
натной температуре с характерными полосами люминесценции в широком диапазоне длин волн от 200 до 700 
нм [2]. Наиболее выраженные полосы люминесценции характеризуются положением основных пиков примерно 
650 нм (1,9 эВ) и 320 нм (4 эВ). 

Для создания устройств с ИОФ, необходима разработка экспериментальных методов локального управ-
ления концентрацией желаемых центров люминесценции. В данной работе мы детально исследовали изменение 
интенсивности полосы люминесценции 4 эВ при облучении электронами с различными потоками и энергиями 
электронного пучка. 

В качестве исходного материала в наших экспериментах использовался кристалл hBN заявлен-
ной чистотой 99,99% производства компании «Ossila». Эксперименты проводились при комнатной 
температуре с облучением ускоренными электронами в режиме непрерывного сканирования с исполь-
зованием сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Zeiss SUPRA 40VP, оснащенного системой 
регистрации Gatan Mono CL3+.  

Образование, в процессе сканирования электронным пучком, углеродного слоя на поверхности 
может служить источником углеродсодержащих дефектов в объеме кристалла hBN. При комнатной 
температуре диффузия углерода в материале незначительна, но она может резко ускориться в присут-
ствии неравновесных носителей заряда из-за явления, известного как «рекомбинационная миграция 
дефектов». Показано, что достаточно длительное облучение тонких чешуек hBN электронным пучком 
с энергией от 5 кэВ до 20 кэВ и потоком, равным или более 1015 см-2с-1, привело к резкому увеличению 
интегральной интенсивности полосы 4 эВ, ранее связанная с углеродными дефектами [2]. 
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